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はじめに 

現在広く用いられているMOVPEによる III-V

族化合物半導体ナノワイヤの成長方法の一つに
自己触媒 VLS 成長法がある。この成長法では、
金属を触媒にする代わりに自身の III族元素を触
媒とすることでナノワイヤを成長することが出
来る [1]。我々はこれを用いて InP(111)B 基板上
に InPコアを形成し、GaInAs/InPシェルを形成
することで InP/GaInAs コアシェルナノワイヤ
を成長し、物性評価及びデバイス化へ向けた研究
を行っている。本報告では、InP コア形成時の
TMI 供給量のみ変化させた上でコアシェルナノ
ワイヤを成長させたことによる形状変化、及びそ
の考察を述べる。 

実験 

 図 1の成長シーケンスに従って成長を行った。
InP(111)B基板を 470℃で成長前基板加熱した後、
390℃に降温し、Inドロップレットの形成、InP

コアを成長した[2,3]。その後、560℃まで昇温し
て GaInAs/InPシェルの形成をすることでコア
シェルナノワイヤを成長した。その際に、InPコ
ア形成時の TMI供給量のみを 1,2,3mol/minと
それぞれ変化させて成長を行った。 

結果 

 InPコア形成時の TMI 供給量を 1, 2, 3mol/ 

min と変化させて成長した InP/ GaInAsコアシ
ェルナノワイヤの SEM画像を図 2 (a)-(c)に示す。
コア径 160~200nm、密度 2~8×107cm-2のナノ
ワイヤが得られた。TMI供給量を変化させるに
つれて、ナノワイヤ長に対するドロップレット長
の比率が変化した。TMI供給量を 1,2,3mol/min

と増加させるにつれて、比率の平均値が 0.3,0.6, 

1.1と大きくなった。コア形成時の TMI供給量
を増やすことによって、ドロップレット 1つあた
りに供給される TMIが増加する。しかし、TBP

供給量は一定であるため、InPコア形成で消費さ
れなくなった Inによってドロップレットが肥大
化したと考えられる。さらに、シェル形成前の昇
温時に、基板からのP抜けを防止するためにTBP

を供給しており、これによってドロップレットが
さらに肥大化したと推測される。 
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図 1 成長シーケンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)TMI 1mol/min            (b)TMI 2mol/min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)TMI 3mol/min 

 

図 2 コアシェルナノワイヤの形状変化 
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